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論文の概要及び判定理由 

本論文は、次世代不揮発性メモリの１つとして期待される相変化不揮発性メモリについて、

特に、多値記録に特化した相変化メモリについてまとめたものである。従来技術である直

接加熱方式の問題点である加熱温度に対する急激な相変化抵抗変化による加熱温度制御の

低下を解消するため、独自ヒーター付相変化素子を提案した。構造は、ラテラル型相変化

素子を用いて、相変化記憶部上部に絶縁物を介して独自ヒータを設けた素子を提案した。

研究では、メモリ部と独自ヒータ部がクロス構造をしたラテラル型多値記録素子を設計試

作した。実験により、提案した素子が多値記録相変化素子として動作可能であることを実

証した。この結果は、従来技術にない新しい多値記録素子を示し、高精度多値記録制御の

分野、特に、結晶化制御という点で新たらしい一面を拓くものであると考える。よって、

博士（工学）の学位に値するものと判定した。 
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